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 第６章では、III-V族窒化物半導体による電子デバイスを金属ナノ探針増強ラマン分光で評価することに先駆けて、
電子デバイスとして有望な AlGaN/GaN 系の HEMT 基板に対し表面増強ラマン散乱（SERS）による評価を試みた。 
 総括では、本論文で得られた結果をまとめ、本論文の結論および今後の展望について述べた。 
















 以上のように、本論文は近接場光学を用いることで GaN 薄膜におけるナノスケールの物性変化を評価できること
を実証したものである。本論文による手法は、特にナノスケールの空間分解能を持つ非破壊測定法である点から、GaN
を用いたデバイスの特性の in situ 解析へとつながるものである。本研究成果は、応用物理学、特に半導体デバイス
研究及び近接場光学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
